Une pompe a électrons est un dispositif permettant de photo MEB et schéma en coupe
2, <1 g2 N pe pe d'un transistor monoélectronique
transférer a 1'unité pres des électrons entre 2 électrodes.

(CEA LETI & DRFMC)
Le courant produit est proportionnel a la charge +_’
(4 b 2 . - i
de I'électron et a la fréquence de pilotage: I=ef Nitride spacers
ne application évidente est la métrologie. - (modulation of doping
U € app vide & ogie - Gate =tunnel barriers)
Notre projet repose sur l'expérience unique du CEA dans la réalisation

de transistors monoélectroniques simples et fiables, a base de nanofils
gravés dans du silicium sur isolant (technologie CMOS).
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DRFMC, avec un autre G e -
1L 1 nanofil utilisé comme .
T T électrométre et un qciwive .
MOSFET habituel B connection .
. pump I (
Avec plusieurs grilles en série sur le méme nanofil, comme interrupteur - D@
permettant d'isoler des e

o

on fonctionnalise le nanofil en pompe a €lectrons. e )
Notre originalité: une seule étape (grille+espaceurs) capacites parasites
définit a la fois les barrieres et la grille de contrdle.
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pompe a électrons est chargée de Josephson
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Contexte et objectifs: la pompe a électrons a été inventée en aluminium
G3 feedback (CEA-Saclay, 1992), et développée notamment au NIST et en Europe
- pour la métrologie (standard de capacité ou de courant).
Notre objectif est, grace a la technologie silicium, d'augmenter la
température de fonctionnement (de S0mK a 1K), la simplicité et la
& / fiabilité des pompes, ainsi que d'intégrer d'autres dispositifs sur la puce.
30 mK to 4,2K 4,2K
Avancement: design du premier lot effectué, fabrication en cours.
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